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摘要(译)

本发明涉及一种像素电极结构及包括该像素电极结构的阵列基板和显示
装置，属于显示技术领域。为了消除ADS驱动模式下的显示技术中经常
出现的色偏现象，本发明所提供的像素电极结构中，所述蓝色子像素电
极单元中电极大小与电极间距的比例设置为大于所述红色子像素电极单
元及绿色子像素电极单元，由此使得蓝色像素的像素电极的隙缝设计得
与红色像素及绿色像素不同，即将其设计得具备有较高的透过率，从而
克制红光像素的透过率过大，解决在中间色调中因折射率的各向异性增
加而导致的透过区域内出现的偏黄的色偏现象，进而可以制作出画质优
秀的半透半反式LCD。
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